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(57) Abstract: The invention relates to a sensor arrangement (1), in particular a micro-mechanical sensor arrangement (1) and 
method for production thereof, comprising a sensor section (2), for delivering determined sensor signals and a cover section (3), 
arranged on the sensor section (2) to form a hermetically sealed inner sensor chamber (4). An analytical electronic device (30) may 
be integrated at least partly in the cover section (3) for an analysis of the sensor signals and may be connected electrically to a cor- 
responding circuit device (20) in the sensor section (2). 
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(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung schafft eine Sensoranordnung (1), insbesondere eine mikromechanische Sen- 
soranordnung (1), und Verfahren zur HersteHung derselben, mit einem Sensorabschnitt (2) zum Liefern bestimmter Sensorsignale; 
und einem Deckelabschnitt (3), der auf dem Sensorabschnitt (2) zum Bilden eines hermetisch abgeschlossenen Sensorinnenraumes 
(4) angeordnet ist, wobei eine Auswerteelektronikeinrichtung (30) zumindest teilweise in dem Deckelabschnitt (3) fur eine Aus- 
wertung der Sensorsignale integrierbar und elektrisch mit einer entsprechenden Schaltungseinrichtung (20) des Sensorabschnitts (2) 
verbindbar ist 



O2093122A2 I > 



WO 02/093122 



PCT/DE02/01452 



Sensoranordnung, insbesonclere mikromechanische . 
Sensoranordnung 

STAND DER TECHNIK 

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Sensoranordnung, 
insbesondere eine mikromechanische Sensoranordnung und Ver- 
fahren zur Herstellung derselben. 

Allgemein sind mikromechanische Sensoren, beispielsweise 
Drehratensensoren, seit langerem bekannt. Sie bestehen aus 
einer oder- mehreren mikromechanisch strukturierten seismi- 
schen Schwingmassen, die einer gesteuerten, periodischen 
Bewegung (Anregungsbewegungen) in einer Ebene (Anregungs- 
schwingungsebene) unterworfen sind. Die seismischen 
Schwingmassen sind derart strukturiert urid befestigt, dass 
sie oder Teile derselben in einer Ebene senkrecht zur Anre- 
gungsschwirigurigsebene ebenfalls beweglich: aufgehangt sind. 
Diese Ebene wirdals Detektionsebene bestimmt Dieselben 
umfassen ferner eine Detektionseinheit , die eine Auslegung 
der Schwingmasse bzw. der Schwingmassen oder Teilen dersel- 
ben in der Detektionsebene aufnimmt; Die Auslenkung in ..der. 
Detektionsebene komrnt entweder auf gruhd deg : .Corioliskraf t 
auf die bewegten Schwingmassen bei Linearschwingern odef 
aufgrund der Drehimpulserhaltung bei . Rotationsschwingern 
zustande. 
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Ebenfalls bekannt ist die Aufbringung- eines Deckel- bzw. 
Kappenabschnitts auf dem entsprechenden Sensorabschnitt zur 
. Herstellung eines hermetisch abgeschlossenen Sensorinnen- 
5 raumes zwischen dem Deckelabschnitt und dem Sensorab- 
schnitt. Derartige mikromechanische Sensoren erfordern zur 
Erzielung einer hohen Gute, das heifct einer geringen Damp- 
fung der mechanischen Schwingungsstruktur durch ein umge- 
bendes Medium, einen moglichst geringen Gasdruck im unter 
10 hermetischem Abschluss verkapselten Sensorinnenraum. Des- 
halb werden derartige Sensoren i.A. unter Vakuum verkap- 
selt . ■ ' 

Fur eine Verbindung von Sensorik und Auswerteelektronik 
15 sind verschiedene Ansatze bekannt. Neben einer Verbindung 
von Sensorabschnitt und Auswerteelektronik via Bonddrahten 
sind auch integrierte LSsun'gen, bei denen Elektronik und 
Sensorik in einem gemeinsamen Herstellungsprozess herge- 
stellt werden, bekannt. 

20 , • • 

Seit einiger Zeit werden auch additive Integrationen vorge- 
. schlagen, bei denen auf einem fertig prozessierten Elektro- 

nikchip mittels eines Niedertemperaturprozesses eine Sen- 

sors.trukt.ur, beispielsweise Metal le mittels Galvanik oder 
25 Silizium Germanium mittels Niederdruck-Abscheideverf ahren 

aufgebracht werden. ■ '■. 

Die zuriehmenden Anf orderungen an das AufldsungsvermOgen der; 
Sensoren und damit an das Signal-Rausch-Verhaltnis des Ge- 
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samtsystems Sensorabschnitt/Auswerteelektronik erfordert 
eine Verringerung der parasitaren Elemente, die in erhebli- 
chem Umfang durch die Zuleitungen und Bondstellen hervorge- 
rufen werden. 

-.5 

Ein Losungsansatz dieses Problems sieht eine monolithische 
Integration von Sensorabschnitt und Auswerteelektronik vor. 
Als nachteilig bei diesem Ansatz hat sich die Tatsache her- 
ausgestellt, dass der Sensorprozess wesentlich weniger Mas- 

10 kenebene benotigt als ein komplexer Elektronikprozess . So- 
mit geht ein Teil der Chipoberf lache f ur die Elektronik- 
funktion verloren, was schon allein aus Kosten- und Bau- 
raumgrunden von Nachteil ist. Zudern besteht der Nachteil, 
dass Sensorabschnitt und Auswerteelektronik nic'ht getrennt 

15 voneinander prUfbar sind und sich somit die Gesamtausbeute 
erst auf einem relativ hohen Wertschopf ungsleyel prufen 
iasst. 

Ein alternativer Losungsansatz besteht in einer additiven 
20 Integration von Sensorabschnitt und Auswerteelektronik, 
Hierbei wird bisher der. Sensorabschnitt. nachtraglich auf 
eine fertige Auswerteschaltung auf gebracht Auch durch die- 
sen Ansatz konnen die parasitaren Elemente deutlich redu- 
ziert werden. Allerdings konnen fur die Herstellung des 
2,5 Sensors lediglich Niedertemperaturprozesse verwendet war- 
den, um nicht die- Elektronik zu schadigen. .Zudem hat sich 
bei diesem Ansatz ..die Tatsache als nachteilig. herausge- 
stellt,.dass das Prozessf enster aufierst klein ist : und. : bis-. 
her die Darstellung von grofieren Bauelementen, wie bei- 
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spielsweise Drehratensensoren, aufgrund intrinsischer DSmp- 
fungen Oder Spannungsgradienten nicht moglich ist. 

Zudem weisen alle oben genannten LosungsansStzen den Mach- 
teil auf, dass die Herstellung des Deckel- bzw. Kappenab- 
schnitts mit einem groften Fertigungsauf wand und somit hohen 
Fertigungskosten verbunden ist. 

VORTEILE DER ERFINDUNG 

Die erf indungsgemafte Sensoranordnung mit den Merkmalen des 
Anspruchs 1 und die entsprechenden Herstellungsverf ahren 
mit den Merkmalen der Anspruche 12 und 16 weisen gegenuber 
den bekannten Lfisungsansatzeh den Vorteil auf, dass sowohl 
eine kosten- als auch bauraumglinstige Verbindung von Senso- 
rik und Auswerteelektronik durch Integration der Auswerte- 
elektronik zumindest teilweise in den sowieso- notwendigen 
Deckelabschnitt geschaffen wird. Der Herstellurtgsaufwand 
ist durch die Integration in den Deckelabschnitt verrin- 
gert, da eine zusatzliche Aufbringung der Auswerteelektro- 
nik .auf dem Sensorabschni.tt entfallt. Die gesamte Anordnung 
ist zudem kompakter und bauraumgunstiger ausgebildet . 

Gleichzeitig entstehen kurze und reproduzierbare Wege der 
pa-rasitaren Verbindungselemente, wodurch Storungen, die 
teilweise nach dem Stand der Technik auch grofler als das 
eigentliche Messsignal sein konnten, deutlich verringerbar 
sind. 
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Die der vorliegenden Erfindung zugrundelisgende Idee be- 
steht darin, dass eine Auswerteelektronikeinrichtung zurnin- 
dest teilweise in den Deckelabschnitt fur eine Auswertung 
der Signale des Sensorabschnitts integrierbar und elekt- 
5 risch mit einer entsprechenden Schaltungseinrichtung des 
Sensorabschnitts verbindbar ist. 

Dadurch erlangt der Deckelabschnitt eine Mehrf achf unktion . 
Zum einen werden die empf indlichen mikromechanischen Struk- 

10 turen im Sensorinnenraum vor Messsignal verf Slschenden 

Staubpartikeln oder dergleichen geschutzt und ein herme- 
tisch abgeschlossener Bereich* fur die Erzeugung eines Nie- 
derdruckbereiches hergestellt. Zum anderen dient der De- 
ckelabschnitt zumindest teilweise als Trager der Auswerte- 

15 elektronik, die in dem Deckelabschnitt integrierbar ist.. 

In den entsprechenden Unteranspruchen finden . sich vorteil- 
hafte Weiterbildungen und Verbesserungen der in Anspruch 1 
angegebenen Sensoranordnung und der in den Anspriichen 12 
20 und 16 angegebenen Herstelliingsverf ahren zur Herstellung 
derselben. 

Gem&lJ einer bevorzugten Weiterbildung ist. in dem Sensorin- 
nenraum ein gegenUber dem Atmospharendruck reduzierter 
25 Druck vorgesehen. Dies ist far eine optimierte .Funktions- 
weise- der. mikromechanischen Sensoranordnung vorteilhaf t 

GemaB einer. weiteren* bevorzugten. Weiterbildung ist die zu- 
mindest teilweise in den Deckelabschnitt integrierte Aus- 
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werteelektronikeinrichtung auf der dem Sensorinnehraurn ge- 
gentiber liegenden ObexflSche des Deckelabschnitts vorgese- 
hen. 

5 GemafJ einer weiteren bevorzugten Weiterbildung v/eist der in 
den Deckelabschnitt integrierte Teil der Auswerteelektro- 
nikeinrichtung eine Signalkonditionierung auf, die eine 
einfache Ankopplung der Sensoranordnung an weitere Schal- 
tungseinrichtungen, beispielsweise CMOS-Schaltungen, ermog- 
10 licht. Jedoch ist eine Integration an anderer Stelle eben- 
falls vorstellbar. 

Gem&fi einer weiteren bevorzugten Weiterbildung ist die e- 
lektrische Verbindung der Auswerteelektronikeinrichtung des 
15 Deckelabschnitts mit der Schaltungseinrichtung des Sensor- 
abschnittes durch mindestens eine Durchkontaktierung, bei- 
spielsweise durch eine Grabenstruktur bzw. einen Tief en- 
Trench, herstellbar . 

20 Gemaii einer weiteren bevorzugten Weiterbildung sind der De- 
ckelabschnitt und der Sensorabschnitt als zwei voneinander 
getrennte Waf erbauteile herstellbar/ In diesem Fall kann 
der Deckelabschnitt mit dem Sensorabschnitt durch Kontakt- 
stellehstrukturen, beispielsweise punktuelle Aluminium- 

25 strukturen, verbunden werden. Fur einen hermetischen Ab*- 
. schluss des Sensor innenraumes kann in diesem Fall mindes- 
tens eine Dichtung, beispielsweise ein Aluminiumring, zwi- 
schen dem Deckelabschnitt and dern Sensorabschnitt vorgese- 
hen sein, Bei einer derartigen Ausgestaltung ist der De- 
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ckelabschnitt vorzugsweise aus Silizium, Silizium-Carbid 
oder Silizium-Germanium ausgebildet . 

Gemali einer weiteren bevorzugten Weiterbildung ist der De- 
ckelabschnitt als in dem Herstellungsprozess der Sensoran- 
ordnung integrierter Schritt, beispielsweise als Dunn- 
" schichtabschnitt auf den Sensorabschnitt, auf bringbar ,. wo- 
bei bereits ein anfanglich einteiliges Bauteil entsteht. In 
diesem Fall ist der Deckelabschnitt vorzugsweise aus Poly- 
Silizium oder Poly-Silizium-Germanium ausgebildet. 

ZEICHNUNGEN 

Ausf uhrungsbeispiele der Erf indung sind in den Zeichnungen 
dargestellt und in der nachf olgehden Beschreibung naher er- 
lautert. 

Es zeigen: 

Fig- 1 . eine Querschnittsansicht einer Halfte einer. Sen-- 
soranordnuhg gemali eiriem ersteri . Ausf uhrungsbei- 
spiel der vorliegenden Erf indung, wobei die An- 
prdnung beziiglich der Ebene A-A' symmetrisch ist; 
und 

Fig- 2 eine Querschnittsansicht einer Halfte: einer. Sen- 
soranordnung gemaft einem zweiten Ausf uhrungsbei- 
spiel der vorliegenden Erf indung, wobei die. An- 
ordnung bezuglich der Ebene A-A' symmetrisch ist 



WO 02/093122 



- 8 - 



PCT/DE02/01452 



BESCHREIBUNG DER AUSFOHRUNGSBEISPIELE 

In den Figuren bezeichnen gleiche Bezugszeichen gieiche o- 
5 der f unktionsgleiche Komponenten . 

Figur 1 illustriert eine Querschnitt sansicht einer Sensor- 
anordnung 1 gemafi einem ersten Ausftihrungsbeispiel der vor- 
liegenden Erfindung, wobei lediglich- die linke HSlfte der 
10 bezuglich der Ebene A- A* symmetrischen Sensoranordnung 1 
- dargestellt ist. .•■ 

Gemaft dem ersten Ausftihrungsbeispiel besteht die Sensoran- 
ordnung 1 aus einem Sensorabschnitt 2 und einem separaten 
15 Deckelabschnitt 3. 

Der Sensorabschnitt 2 enth£lt die eigentliche mikromechani- 
sche Sensorstruktur , die in an sieh bekannter Weise herge- 
stellt wird. Dabei wird vorteilhaft auf einem Substrat 21, 

20 beispielsweise einem Siliziumsubstrat 2 1 , eine Isolations- 
schicht 22, beispielsweise eine Oxidschicht 22, ganzf l&chig 
auf gewachsen . Darauf wiederum wird eine n-Burried-Schicht 
(vergrabene Schicht) 23 auf der Oxidschicht 12 ganzflMchig 
abgeschieden, die daraufhin beispielsweise durch Atzen fur 

25 eine vorbestimmte Leitf ahigkeit strukturierbar ist. Ober . 
der n-Burried-Schicht 23 wird eine weitere Isolations- 
schicht 27 vorgesehen,. die in der Da rs telluric gemali Figur 1 
jedoch nicht mehr vorhanden und durch den unteren weifien, 
horizontal verlaufenden Abschnitt dargestellt ist, da sie 
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im weiteren Herstellungsprozess teilweise weggeatzt wurde. 
Auf dieser Isolat ionsschicht . 27 werden bestimmte Halblei- 
terschichten 24, 25, beispielsweise dotiertes polykristal- 
line Silizium-Schichten, aufgebracht. 

Mittels entsprechender ,und an sich bekannter Herstellungs- 
schritte kann die in Figur 1 dargestellte Struktur herge- 
stellt warden, wobei in dem ersten Ausf uhrungsbeispiel eine 
vergrabene Kontaktierung 26 fur eine elektrische Verblndung 
der elektrischen Schaltungseinrichtung 20 des Sensorab- 
schnitts 2 mit dern noch zu erlauternden Deckelabschnitt 3 
hergestellt ist. 

Die eigentlich funktionale Sensorschicht ist die. beispiels- 
weise in einem Epitaxiereaktor abgeschiedene Poly-Sil±zium- 
Schicht 25. Es sind auch andere Halbleiterschichten, wie 
beispielsweise Silizium-Germanium-Schichten, vorstel.lbar . 
Diese frei bewegliche Sensorstruktur ist mittels entspre- 
chender Schaltungseinrichtungen 20- mit der Bruckenkontak- 
tierung. 26 verbunden. 

Vorteilhaft wird ein zweiter Wafer als Sensorwaf er bzw. De- 
ckelabschnitt 3 prozessiert. Auf dessen Oberflache. 31 wird 
zunachst durch Standardprozesse der Hal'bleitertechnik ein 
Teil" der Auswerteelektronik 30, beispielsweise in Form, ei- 
nes Operationsverstarkers zur, Sigrialkonditionierung, , he.rge 
stellt. Die Art des Herstellungsprdzesses ist beliebig aus 
fuhrbar und nicht an. irgendweiche . Bedingungen des Senior- 
processes, geknQpft . LediglicH wird vor der Herstellung der 
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letzten Metallisierungsschicht 33 eine Durchkontaktierung 
32, beispielsweise mittels einer Grabenstruktur bzw. eines 
Tief en-Trenches, durchgef tthrt . Dabei dienen die GrSben 34 
als Trenchisolationsgraben. 

5 

Vorteilhaft wird far die Herstellung der Durchkontaktierung 
32 die Waferdicke fur eine Reduzierung der Prozesszeiten 
verringert. Bei Waf erdurchmessern von etwa 6'-' sind 
Schichtdickeh von etwa 180 pm technisch realisierbar . 

10 

Die Durchkontaktierung kann auf mehrere Arten "erfolgen. 
Beispielsweise wird ein Wafer 36 aus einem hoch dotierten 
Siliziummaterial verwendet, auf dem zur Realisierung der 
Auswerteelektronikeinrichtung 30 eine Epitaxie-Schicht 37 

15 mit einer passend geringen Dotierung aufgebracht wird. Denn 
far moglichst geringe St6rgrofien sind die Durchkontaktrie- 
rungen 32 moglichst klein zu halten, da der spezifische Wi- 
derstand somit ebenfalls einen geringeren Wert annimmt. Fur 
einen solchen geringspezif ischen Widerstand ist ein hochdo- 

20 tiertes, gutleitendes Halbleitermaterial 3 6 zu verwenden, 
jedoch benotigen bestimmte Auswerteelektronikeinrichtungen 
30, beispielsweise Transistoren oder dergleichen, eher ei- 
nen gering dotierten Trager mit einern erhoht^n Widerstand. 

25 Durch die oben .beschriebene Struktur aus der hoch dotierten 
Waferschicht 36 .und der eher gering dotierten Epitaxie- - 
Schicht 37 kann somit direkt durch f reisteh^hde SSulen.bzw. 
Briicken 32 Durchkontaktierungen 32 geschaf f en warden, die 
von der Umgebung durch Trenchisolation bzw. Graben 34 ge- 
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trennt sind. Dabei sind die Trenchgraben 34 zur Reduzierung 
parasit£rer KapazitSten relativ groB zu wahlen. Allerdings 
ist ihre Grolie wiederum zum Ermoglichen eines Verschlusses , 
beispielsweise durch Deposition eines Oxids, technisch ver- 
5 nunftig auf eine Ausdehnung von etwa 4 \im bis 5 pm be- 
schrankt. 

Aufgrund der oben beschriebenen Geometrien sind die zu er- 
wartenden parasitaren Kapazitaten aufgrund.. der geringeren 
10 Ausdehnung urn mindestens einen Faktor 20 bis 30 kleiner als 
die der ublichen Drahtbond-Verbindungen . 

Vorteilhaft kann zur VergroBerung des Abstandes zwischen 
dem Deckelabschnitt 3 und dem Sensorabschnitt 2 unterhalb 
15 des Bereiches der beweglichen Strukturen eine Aussparung 
eingeatzt werden . 

Fur eine Verbindung des Sensorabschnitts 2 und des D.e- 
ckelabschnitts 3 werden an einem der beiden Abschnitte 2, 3 
20 an geesigneter Steile Kontaktstellenstrukturen 40, bei- 
r spielsweise. Aluminiumstrukturen 40,. mit typischen Dicken 
von etwa 2 ym aufgebracht. Diese Kontaktstellenstrukturen . 
40 werden im Bereich der Kontaktierung vorteilhaft punktu- 
ell ausgefuhrt. 

2.5 

Zur hermetischen Abdichtung . des . Sensorinnenraumes 4 ward 
zusatzlich auBerhalb der Kontaktstruktur #6^eine Dichtung . 
41, beispielsweise ein geschlossener Aluminium-Ring 41, 
vorgesehen . 
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Die beiden Abschnitte 2, 3 warden gegeneinander justiert 
zusammengef tigt und bei Temper aturen von tiber 500 °C unter 
Niederdruck getempert. Hierdurch diffundiert das Aluminium 
5 der Kontaktstellensrrukturen 40 in die Kontaktschichten und 
bildet somit eine feste Verbindung zwischen den beiden Ab- 
schnitten 2, 3. 

Alternativ sind auch andere niedrig schmelzende Metalle, 
10 z.B. Gold, Zink etc., verwendbar. 

Abschliefiend erfolgt eine Kontaktierung der Durchkontakt ie- 
rungssaulen 32 auf dem Deckelabschnitt 3 mit der Auswerte- 
elektronikeinrichtung 30 durch die letzte Metallisierungs- 
15 schicht 33 des Elektronikprozesses . 

Somit 1st uber die vergrabene Kontaktierung 26 des Sensor- 
abschnitts 2, die Kontaktstellenstruktur 4 0 und die Durch- 
kontaktierung 32 des Deckelabschnitts 3 eine elektrische 
20 Verbindung der entsprechenden elektrischen Schaltung des 
Sensorabschnitts 2 mit der Auswerteelektronik 30 des De- 
ckelabschnitts 3 hergestellt. 

Figur 2 zeigt eine Querschnittsansicht einer Sensoranord- 
.25 nung 1 gemaft einem zweiten Ausf iihrungsbeispiel der voxlie- 
genden Erfindung, wobei lediglich die linke Halfte dex be- 
ziiglich der Ebene A-A' symmetrischen Sens or ah or dnung l.dar- 
gestellt ist. ■ - - ■ 
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Nicht naher erlauterte Komponenten und ,deren Funktionen 
entsprechen denen des oben ausfuhrlich eriauterten ersten 
Ausfuhrungsbeispiels und bediirfen daher hier keiner weite- 
ren Erlauterung. 

Im Gegensatz zum ersten Ausf uhrungsbeispiel besteht die 
Sensoranordnung 1 gema'Ii dem zweiten Ausf Uhrungsbeispiel 
nicht aus zwei separaten Abschnitten 2, 3, sondern die Auf- 
bringung des Deckelabschnitts 3 auf dem Sensorabschnitt 2 
effolgt in einer einheitlich durchgef uhrten Herstellungsab- 
folge der gesamten Sensoranordnung 1, wodurch ohne zusatz- 
lichen Verbindungsmitteln eine einteilige Sensorenanordnung 
1 durch einen weiter f uhrenden Schichtaufbau hergestellt 
wird. 

Der Bereich, der dem Sensorabschnitt 2 des ersten Ausfiih- 
rungsbeispiels entspricht, wird analog, zu diesem herge- 
stellt und bedarf 'daher keiner weiteren Erlauterung. 

Im Gegensatz zum ersten Ausfuhrungsbeispiel wird nun eine 
Isplationsschicht auf dem Sensorabschnitt 2 aufgebracht ,. 
die durch Wegatzen den in Figur 2 oberen horizontal verlau 
fenden Freiraum erzeugt. Dabei liegt die Isolationsschicht 
uber der strukturierten, jedoch noch nicht f reigelegten : ■ 
Sensorstruktur des Sensorabschnitts 2, wobei sie vorteil- 
haft aus demselben Material wie die andere Isolations-^ . 
schicht 22 besteht. 
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Die Isolationsschicht ist derart strukturiert, dass an ge- 
eigneten Stellen Durchkontaktierungen 39 in an sich bekann- 
ter Weise erzeugbar sind. 

Anschliefiend wird auf der Isolationsschicht eine Halblei- 
terschicht 38, beispielsweise eine Poly-Silizium-Schicht 
oder Poly-Silizium-Germanium-Schicht 38, aufgebracht, die 
als "Deckelabschn'ittsschicht 3 dienen soil. Die Poly- 
Silizium-Schicht 38 wird an bestimmten Stellen mit Durch- 
gangen versehen (nicht dargestellt) , durch die ein Atzmedi- 
um zur Entf ernung der Isolationsschicht sowie der Reaktan- 
ten eingebracht werden kann. > . • 

AbschlielJend erfolgt ein hermetischer Verschluss des Senso- 
rinnenraums 4 zwischen dem Sensorabschnitt 2 und der Poly- 
Silizium-Schicht 38 durch Deposition einer DUnnsehicht. un- 
ter Niederdruck. Somit erhalt man 'optimierte Voraussetzun- 
gen fur die Fun kt ion des mikromechanischen Sensors. 

Analog zum ersten Ausf iihrungsbeispiel wird vorteilhaft in 
die Oberf lache 31 des Deckelabschnitts 3 zumindest ein Tell 
einer AusWerteelektronikeinrichtung 30 integriert . Bier 
handelt es sich jedoch urn Bauelemente vorteilhaft in poly- 
kristallinen Material, das sich durch entsprechend modifi- 
zierte Ladungstransport-, Dotierstof f transport- und MOS- 
Eigenschaften auszeichnet. Die Eigenschaf ten ■. die sex Bauele- 
mente sind vergleichbar oder sogar besser >a^s die einer; 
TFT-Elektronik und somit fur eine Darstellung elementarer 
Analogf unktionen ausreichend. 
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Die Kontaktierung dieser Schaltungselemente mit dem darun- 
ter liegenden Sensorabschnitt 2 erfolgt ebenfalls analog 
2um ersten Ausf ihrungsbeispiel . Allerdings sind -die Dicken 
der Poly-Silizium-Schichten 25, 33 vergleichsweise derart 
gering, dass der Widerstand der Leiterbahnen weiter verrin- 
gerbar ist. Zudem wird eine Verbindung direkt wahrend der 
Abscheidung gewahrleistet und die Kontaktierung durch li- 
thographisch erzeugte Kontaktf enster ermdglicht, was zu ei- 
ner weiteren StOrgroBen- und Bauformreduzierung beitragt. 

Obwohl die vorliegende Erfindung anhand eines bevorzugten 
Ausfuhrungsbeispiels vorstehend beschrieben wurde, ist sie 
darauf nicht beschrankt, sondern auf vielfaltige Weise mo- 
difizierbar. 

So sind die hier aufgefuhrten Halbleitermaterialien ledig-^ 
lien beispielhaft und keinesfalls abschlieliend zu verste- . 
hen, entscheidend ist lediglich, dass die ausgewahlten. Ma- 
ter ialien die oben erwahnten Eigensohaf ten aufweisen und 
gegeneinander vertragbar fUr eine Ausfiihrung der einzelnen 
Prozessschritte sind. • 
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Sensoranordnung, insbesondere mikromechanische 
5 Sensoranordnung 

PATENTANSPROCHE 

1. Sensoranordnung (I), iasbesondere mikromechanische 
10 Sensoranordnung (1) , mit: 

einem Sensorabschnitt (2) zum Liefern bestimmter Sensor- 
signale; und 

einem Deckelabschnitt (3),. der auf dem Sensorabschnitt (2) 
zum Bilden eines hermetisch abgeschlossenen Sensorinnenrau- 

15 mes (4) angeordnet ist, 

wobei eine Auswerteelektronikeinrichtung (30) zumindest 
teilweise in dem Deckelabschnitt (3) fur eine Auswertung 
der Sensorsignale integrierbar und elektrisch mit einer 
entsprechenden Schaltungseinrichtung (20) des Sens or ab- 

2 0 schnitts (2) verbindbar ist. 



2. Sensoranordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, dass in dem Sensor innenraum (4) ein geg£nuber dem At- 
mospharendruck reduzierter Druck herstellbar ist. 

3. Sensoranordnung nach einem der Anspriiche 1 oder 2, da- 
durch gekennzeichnet , dass die in den Deckei^bschnitt (3) 
zumindest teilweise integrierte Auswerteelektronikeinrich- 
tung (30) auf der dem Sensorinnenraum (4) gegentiberliegen- 
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den Oberflachs (31) des Deckelabschnitt s (3) vorgesehen 
ist . 

4. Sensoranordnung nach einem der vorhergehenden AnsprU- 
che, dadurch gekennzeichnet , dass der in dera Deckelab- 
schnitt (3) inteqrierte Tail der Auswerteelektronikeinrich- 
tung (30) eine Signalkonditionierung aufweist, die eine 
einfache Ankopplung der Sensoranordnung (1) an entsprechen- 
de externe Schaltungseinrichtungen, beispielsweise CMOS- 
Schaltungen, ermoglicht. 

5. Sensoranordnung nach einem der vorhergehenden. An.sprQ- 
che, dadurch gekennzeichnet, dass die elektrische Verbin- 
dung der Auswerteelektronikeinrichtung (30) und des -De-, 
ckelabschnitts (3) mit der Schaltungseinrichtung (20) des 
Sensorabschnitts (2) durch mindestens eine Durchkontaktie- 
rung (32, 39), beispielsweise mittels einer Grabenstruktur , 
herstellbar ist. 

6. Sensoranordnung nach einem der vorhergehenden Anspru- 
che, dadurch gekennzeichnet, dass der Deckelabschnitt (3) 
und der Sensorabschnitt (2). als zwei voneinander- getrennte 
Waf er-Bauteile herstellbar sind. 

1. Sensoranordnung nach Anspruch 6, dadurch.. gekennzeich- 
net," dass der Deckelabschnitt (3) mit dem Sensorabschnitt 
(2) mittels vKontaktstellens.trukturen (40) insbesondere 
punktuelle Aluminium-Strukturen (40),,. verbindbax ist ... . 
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8. Sensoranordnung nach einem der Anspruche 6 Oder 7, da- 
durch gekennzeichnet , dass fur den hermetischen Abschluss 
des Sensorinnenraums (4) mindestens eine Dichtung, bei- 
spielsweise ein Aluminium-Ring (41), zwischen dem Deckelab- 

5 schnitt (3) und dem Sensorabschnitt (2) vorgesehen isti. 

9. Sensoranordnung nach einem der Anspruche 6 bis 8, da- 
durch gekennzeichnet, dass der Deckelabschnitt (3) vorzugs- 
weise aus Silizium , Silizium-Carbid oder Silizium- 

10 Germanium ausgebildet ist* 

* 

10. * Sensoranordnung nach einem der Anspruche 1 bis 5,. da- 
durch gekennzeichnet, dass die Herstellung des Deckelab- 
schnitts (3), insbesondere als DUnnschichtabschnitt (3) auf 

15 dem Sensorabschnitt (2) , in dem Herstellungsprozess einer 
einteiligen Sensoranordnung (1) integrierbar ist. 

11. Sensoranordnung nach Anspruch 10, dadurch gekennzeich- 
net, dass der Deckelabschnitt (3) vorzugsweise aus Poly- 

20 . Silizium oder Poly-Silizium-Germanium ausgebildet ist. 

12; Verfahren zur Herstellung einer Sensoranordnung (1) , 

insbesondere einer mikromechanischen Sensoranordnung (1), 

die nach einem der Anspruche 1 bis 9 ausgebildet ist, mit 
25 f olgenden Schritten : 

Herstellen eines Sensorabschnitts (2) zum Liefern bestimm- 

-« . • ■ 

ter Sensorsignale und eines separaten Deckeiabschnitts (3) , 
in dem eine Auswerteelektronikeinrichtung (30) zumindest 
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teilweise fur eine Auswertung der Sensorsignale integriert 
wird; 

Anbringen des Deckelabschnitts (3) auf dem Sensorabschnitt 
(2) und Bilden eines hermetisch abgeschlossenen Sensorin- 
nenraums (4) ; und 

elektirisch Verbinden der Auswerteelektronikeinrichtung (30) 
des Deckelabschnitts (3) mit einer entsprechenden Schal- 
tungseinrichtung (20) des Sensorabschnitts (2) . 

13. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet , 
dass der Deckelabschnitt (3) mit dem Sensorabschnitt (2) 
durch Kontaktstellenstrukturen* (40.) , insbesondere punktuel- 
le Aluminium-Strukturen (40) verbunden wird. 

14. Verfahren nach einem der AnsprUche 12 oder 13, dadurch 
gekennzeichnet, dass fur den hermetischen Abschluss des 
Sensorinnenraums (4) mindestens eine Dichtung (41), bei- 
spielsweise ein Aluminium-Ring (41), zwischen dem Deckelab- 
schnitt (3) und dem Sensorabschnitt (2) vorgesehen wird. 

15. Verfahren nach einem der An'spruche 12 bis 14, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Deckelabschnitt (3) vorzugsweise 
aus SiliziumV Silizium-Carbid oder Sili zium-Germanium aus- 
gebildet wird. 

16 . Verfahren zur Her st el lung einer Sehsoranbrdnung (:1 ) , 
insbesondere einer mikromechanischen Sensoranbrdnung (1) > 
die nach einem der Anspruche 1 bis 5, 10 oder 11 ausgebil- 
det ist, mit folgenden Schritten: 
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Herstellen eines strukturierten Sensorabschnitts (2) ; 
Aufbringen einer Isolationsschicht (27) auf dem Sensorab- 
schnitt (2) ; 

Herstellen von Durchkontaktierungen (39) in der Isolations- 
schicht (21) ; 

Aufbringen einer Deckelabschnittsschicht (3) auf der Isola- 
tionsschicht (27) ; 

Entfernen der Isolationsschicht (27) ; 

Bilden eines hermetisch abgeschlossenen Sensorinnenraums 
(4). zwischen dem Sensorabschnitt (2) und der Deckelab- 
schnittsschicht (3) ; und 

Integrieren einer Auswerteelektronikeinrichtung (30) zuntin- 
dest teilweise in die Deckelabschnittsschicht (3),. die uber 
die Durchkontaktierungen (39) an eine entsprechende Schal- 
tungseinrichtung (20) des Sensorabschnitts (2) angeschlos- 
sen wird. 

17. Verf ahren nach Anspruch 16, dadurch gekennzeich.net, 
dass die Herstellung der Deckelabschnittsschicht (3), ins- 
besondere als Dtinnschichtabschnitt ( 3) auf dem Sensorab- 
schnitt (2) , in dem Herstellungsprozess einer einteiligen " 
Sensoranordnung (1) integriert wird. 

18. Verf ahren nach einem der Anspruche 16 oder 17, dadurch 
gekennzeichnet , dass die Deckelabschnittsschicht (3) vor- 
zugsweise aus Poly-Sill zium oder Poly-Silizium-Germani-urn 
ausgebildet wird. 
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19. Verfahren nach einem der AnsprOchel2 bis 18, dadurch 
gekennzeichnet, dass in dem Sensorinnenraum (4) ein gegen- 
liber dem Atmo.spharendruck reduzierter Druck vorgesshen 
wird. 

5 

20. Verfahren nach einem der Anspruche 12 bis 19, dadurch 
gekennzeichnet, dass die in dem Deckelabschnitt (3) zumin- 
dest teilweise integrierte Auswerteelektronikeinrichtung 
(30) auf der dem Sensorinnenraum (4) gegenuberliegenden O- 

10 berflache (31) des Deckelabschnitts (3) vbrgesehen wird. . 

21. Verfahren nach einem der Anspriiche 12 bis 20, dadurch 
gekennzeichnet, dass der in den Deckelabschnitt (3) integ- 
rierte Teil d6r Auswerteelektronikeinrichtung. ..(30) eine 

15 Signalkonditionierung aufweist, durch die eine einfache Ari- 
kopplung der Sensoranordnung (1) an entsprechende externe 
Schaltungseinrichtungen, beispieisweise CMOS-Schaltungen> 
ermoglicht wird. 

20 22. Verfahren nach einem der Anspriiche 12 bis 21, dadurch 
gekennzeichnet, dass . die- e 1 ekt r i s che Ve.r b i nduh g der Auswer- 
teelektronikeinrichtungeri (30 ), des Dec ke 1 abs.c h n i 1 1 s (3) mit 
der Schaltungseinrichtuhg ( 2 0 j. • des Sensor abschnitt s (2) 
durch mindestens eine. DurchVzontaktierung (32, 39), bei- 

'25 spielsweise mittels einer Grabenstruktur oder Siliziurn- 
Saulen, hergestellt wird.. .• 



I 





zsno/zoaa/xDd 



ZfZ 



ZZTC60/Z0 OAV 



(oidsn) 




$IH1 



(12) NACH DEM VEfcTRAG ©BER DIE INTERNATIONALE ZU SAMMEN ARBEIT AUF DEM GEBIET DES 
PATENTWESENS (PCT) VERdrFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG 



(19) Weltorganisation fOr geistiges Eigentum 
Internationales Btiro 

(43) Internationales VerdTfentlichungsdatum 
21. November 2002 (21.11.2002) 




PCT 



III 



(10) Internationale Verdffentlicbungsnutnmer 

WO 02/093122 A3 



(51) Internationale Patentklassifikation 7 : G01P 15/08, 
1/02, B81B 7/00, 7/02, B81C 3/00 



(21) Internationales Aktenzeicben: 



PCT/DE02/01452 



(22) Internationales Anmeldedatum; 

19. April 2002 (19.04.2002) 



(25) Einreichungsspracbe: 

(26) VerttfTentlichungssprache: 



Deutsch 
Deutsch 



(30) Angaben zur Prioritat: 

101 23 039.7 11. Mai 2001 (11.05.2001) DE 

(71) A n m elder (fur alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von 
US): ROBERT BOSCH GMBH [DE/DE]; Postfach 30 02 
20, 70442 Stuttgart (DE). 



(72) Erfinder; und 

(75) Erfinder/Anmelder (nur fur US): RUDHARD, 
Joachim [DE/DE]; Langwiesenstr. 3, 70771 Lein- 
felden-Echterdingen (DE). HEYERS, Klaus [DE/DE]; 
Robert-Koch-Strasse 37, 72766 Reutiingen (DE). 

(81) Bestimmungsstaaten (national): JP, US. 

(84) Bestim m u ngsstaaten (regional) : europSische s Patent (AT, 
BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, 
NL, PT, SE, TR). 

Vertiffentlicht: 

— mit internationalem Recherchenbericht 

(88) Verdffentlichungsdatum des internationalen 

Recherchenberichts: 10. April 2003 

[Fortsetzung auf der ndchsten Seite] 



(54) Title: SENSOR ARRANGEMENT, IN PARTICULAR MICRO-MECHANICAL SENSOR ARRANGEMENT 
(54) Bezeichnung: SENSORANORDNUNG, INSBESONDERE MIKROMECHANISCHE SENSORANORDNUNG 



3 

©\ 

o 




(57) Abstract: The invention relates to a sensor arrangement (1), in particular a micro-mechanical sensor arrangement (1) and 
method for production thereof, comprising a sensor section (2), for delivering determined sensor signals and a coyer section (3), 
arranged on the sensor section (2) to form a hermetically sealed inner sensor chamber (4). An analytical electronic device (30) may 
be integrated at least partly in the cover section (3) for ah analysis of the sensor signals and may. be connected electrically to a cor- 
responding circuit device (20) in the sensor section (2). . . 

[Fortsetzung auf der nachsten Seite J 



wo 02/093122 A3 i hh iDiini ii iniii nw nil i n hi nm iiiii urn imi inn mi miin mi iin mi 



Zur Erkltirung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen 
Abkiirzungen wird auf die Erkldrungen COuidance Notes on 
Codes and Abbreviations") am Anfangjeder reguldren Ausgabe 
der PCT-Gazette verwiesen. 



(57) Zusa m men fa ssung: Die vorliegende Erfindung schafift eine Sensoranordnung (1), insbesondere eine mikromechariische Sen- 
soranordnung (1), und Verfahren zur Hersteliung derselben, mit dnem Sensorabschnitt (2) zum Liefern bestimmter Sensorsignale; 
und einem Deckelabschnitt (3), der auf dem Sensorabschnitt (2) zum Bilden eines hermetisch abgeschlossenen Sensorinnenraumes 
(4) angeordnet ist, wobei eine Aiiswerteelektronikeinrichtung (30) zumindest teilweise in dem Deckelabschnitt (3) ftir eine Aus- 
wertung der Sensorsignale integrierbar und elektrisch mit einer entsprechenden Schaltungseinrichtung (20) des Sensorabschnitts (2) 
verbindbar ist 



INTERNATIONAL SEARCH REPORT 



onal Application No 

PCT/DE G2/01452 



tprf B ToTpT57o W 8 ECTMA ^lPl/02 B81B7/00 B81B7/02 B81C3/00 



According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC 



B. FIELDS SEARCHED 



Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) 

IPC 7 G01P B81B B81C 



Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included In the fields searched 



Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used) 

EPO-Internal, PAJ, INSPEC, IBM-TDB 



C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT 



Category * Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages 



Relevant to claim No. 



US 5 831 162 A (CHILCOTT DAN WESLEY ET 
AL) 3 November 1998 (1998-11-03) 

column 3, line 4 - line 17; figures 2,3 

DE 198 20 816 A (BOSCH GMBH ROBERT) 
11 November 1999 (1999-11-11) 
column 3, line 51 -column 4, line 65; 
f i gures 

DE 196 51 269 A (MITSUBISHI ELECTRIC CORP) 
18 December 1997 (1997-12-18) 
column 8, line 23 -column 10, line 20; 
figures 1-7 

-/" 



1-4, 
6-15, 
19-21 
5,22 

5,22 



16-22 



m 



Further documents are listed in the continuation of box C. 



Patent family members are listed in annex. 



° Special categories of cited documents : 

"A" document defining the general state of the art which is not 
considered to be of particular relevance 

"E" earlier document but published on or after the international 



V document which may throw doubts on priority claim(s) or 
which is cited to establish the publication date of another 
citation or other special reason (as specified) 

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or 
other means 

"P" document published prior to the international filing date but 
later than the priority date claimed 



T later document published after the international filing date 
or priority date and not In conflict with the application but 
ched to understand the principle or theory underlying the . 
invention 

"X" document of particular relevance; the claimed invention 
cannot be considered novel or cannot be considered to 
involve an Inventive step when the document is taken alone 

T document of particular relevance; the claimed invention 
cannot be considered to involve an inventive step when the 
document is combined with one or more other such docu- 
ments, such combination being obvious to a person skilled 
in the art 

"&" document member of the same patent family 



Date of the actual completion of the international search 

17 December 2002 



Date of mailing of the International search report 



09. 0103 



Name and mailing address of the ISA 

European Patent Office, P.B. 5818 Patentiaan 2 
Nl-2280 WRQswiJk 
Tei (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo ni, 
Fax: (+31-70) 340-3016 



Authorized officer 



Pflugf elder, 6 



Form PCT/lSA/210 (second sheet) (Jufy 1S92) 



page 1 of 2 



INTERNATIONAL SEARCH REPORT 



bitefffiTonal Application No 

PCT/DE 02/01452 



C(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT 



Category ° Citation of document, whh Indication, where appropriate, of the relevant passages 



Relevant to claim No. 



KNIFFIN M L ET AL: "PACKAGING FOR SILICON 
MICROMACHINED ACCELEROMETERS" 
INTERNATIONAL JOURNAL OF MICROCIRCUITS AND 
ELECTRONIC PACKAGING, INTERNATIONAL 
MICROELECTRONICS & PACKAGING SOCIETY, US, 
vol. 19, no. 1, 1996, pages 75-86, 
XP000639470 
ISSN: 1063-1674 

page 79, right-hand column, paragraph 2; 
figure 7 

PARTRIDGE A ET AL: "New thin film 
epitaxial polysilicon encapsulation for 
pi ezoresi stive accelerometers" 
TECHNICAL DIGEST. MEMS. IEEE INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON MICRO ELECTRO MECHANICAL 
SYSTEMS, XX, XX, 

21 January 2001 (2001-01-21), pages 
54-59, XP002169905 

page 54, left-hand column, last line -page 
56, left-hand column, line 1; figure 2 

DE 195 37 814 A (BOSCH GMBH ROBERT) 

17 April 1997 (1997-04-17) 

column 8, line 4 - line 23; figure 12 



16-22 



16-22 



5,7,13, 
16,22 



Form PCT7ISA/210 (continuation of second sheet) (July 1992) 



page 2 of 2 



INTERNATIONAL SEARCH REPORT 



International application No. 
PCT/DE 02/01452 



Box I Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 1 of first sheet) 

This international searchreport has not been established inresp ect of certain claims under Article 17(2)(a)forthefonowingreasons: 

1. I I Claims Nos.: 

1 — 1 because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely: 

2. |~n ClaimsNos.: 

— because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such 
an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically: 

3. I I ClaimsNos.: 

1 — 1 because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences ofRule 6.4(a). 
Box n Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 2 of first sheet) 
This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows: 

see addition sheet 



1. [Y] As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all 
— searchable claims. 

2. I I As all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority did not invite payment 

of any additional fee. 

3. I I As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report 
1 — 1 covers only those rJaimg for which fees were paid, specifically claims Nos.: 



4. | I No required additional search fees were tamely paid by the applicant Consequently, tms mtemational searchreport is 
' — ' restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.: 



Remark on Protest [_J The additional search fees were accompanied by the applicant's protest 

[Yj No protest acccainpanied the payment of additional search fees. 

Form PCT/ISA/210 (wnmnnation of first sheet (1)) (Jury 1992) 



International application No. 
PCT/DE G2/01452 



The International Searching Authority has determined that this international 
application contains more than one invention or group of inventions, namely 

1. Claims 1-15 and 19-22 (where dependent on 12) 

method of producing a sensor wherein a cover section with its 
integrated electronic evaluation unit is produced separately 
from an actual sensor section and, once completed, is mounted 
on the sensor section. 

2. Claims 16-18 and 19-22 (where dependent on 16) 

method of producing a sensor wherein a cover section with its 
integrated electronic evaluation unit is created through a 
successive buildup of layers on the actual sensor section. 



Form PCT/ISA/210 



INTERNATIONAL SEARCH REPORT 

Information on patent family members 


InternHfonal Application No 

PCT/DE 02/01452 


Patent document 
cited In search report 


Publication 
date 


Patent family 
member(s) 


Publication 
date 



US 5831162 A 03-11-1998 NONE 



DE 19820816 


A 


11-11-1999 


DE 


19820816 Al 


11-11-1999 






JP 


2000003931 A 


07-01-2000 








US 


6140709 A 


31-10-2000 


DE 19651269 


A 


18-12-1997 


JP 


10002912 A 


06-01-1998 






DE 


19651269 Al 


18-12-1997 








US 


5844286 A 


01-12^1998 


DE 19537814 


A 


17-04-1997 


DE 


19537814 Al 


17-04-1997 






JP 


9129898 A 


16-05-1997 








US 


6030850 A 


29-02-2000 








US 


5756901 A 


26-05-1998 



Form PCTASA/210 (paieni tmrfrf ennax) (July 1992) 



INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 



jlonales Aktenzetchen 

PCT/DE 02/01452 



A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES _ »„.,.-. , /nn 

~PK 7 G01P15/08 G01P1/02 B81B7/00 B81B7/02 B81C3/00 



Nach der Inlernattonalen PatenlklassKikation (IPK) Oder nach der nationalen KlassHlkatlon und der IPK 



. RECHERCHIERTE GEBIETE 



Recherehlerter MIndestprfHstoff (Klassffltetlonssystem und Klasslfikationssymbole ) 

PK 7 G01P B81B B81C 



Recherchietie aber nlcht zum MindestprfMstoH gehCrende Ver6ffentlichungen, sowelt dlese unter die recherchlerten Geblete fallen 



Wahrend der miemallonalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendele Suchbegrlffe) 

PO-Internal, PAO, INSPEC, IBM-TDB 



C. ALS WESEMTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN 



Kategorie" Bezelchnung der Verdffentlichung, eoweit erlorderllch umer Angabe der In Betracht kommenden Teilt 



US 5 831 162 A (CHILCOTT DAN WESLEY ET 
AL) 3. November 1998 (1998-11-03) 

Spalte 3, Zeile 4 - Zeile 17; Abbildungen 
2,3 

DE 198 20 816 A (BOSCH GMBH ROBERT) 
11. November 1999 (1999-11-11) 
Spalte 3, Zeile 51 -Spalte 4, Zeile 65; 
Abbildungen 

DE 196 51 269 A (MITSUBISHI ELECTRIC CORP) 
18. Dezember 1997 (1997-12-18) 
Spalte 8, Zeile 23 -Spalte 10, Zeile 20; 
Abbildungen 1-7 

-/~ 



Betr. Anspruch Nr, 



1-4, 
6-15, 
19-21 
5,22 



5,22 



16-22 



GO 



Weitere Verofientlichungen slnd der Fortsetzung von Feld C zu 
entnehmen 



ID 



Slehe Anhang Patenttamilie 



•" Besondere Kategorien von angegebenen Veroffentlichungen : 

•A" VerdftentHchung, die den allgemeinen Stand derTechnik definlen, 
aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen 1st 

"E* alteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem intemationalen 
Anmeldedatum verfif Jentlicht worden ist 

•L" Veroffentlichung, die geeignet 1st, elnen PrioritStsanspruch zweHelhaft er- 
scheinen zu lessen, oder durch die das Veroffentlichungsdatum elner 
anderen !m Recherchenbericht genannten Veroffentlichung belegt werden 
soil oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie 
ausgefOhrt) 

•O" Veraffentlichung, die sich auf eine mOndiiche Offenbarung, 

eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere MaBnahmen bezieht 

«P" Veroffentlichung, die vor dem Intemationalen Anmeldedatum, aber nach 
dem beanspruchten Priorttatsdatum verfiffentlfcht worden 1st 



T SpStere Veroffentlichung, die nach dem intemationalen Anmeldedatum 
Oder dem Prioritatsdatum verblf entllcht worden ist und mit der 
Anmeldung nicht kollidiert, sondem nur zum Verstandnls des der 
Erfindung zugrundeliegenden Prinzlps oder der ihr zugrundellegenden 
Theorle angegeben ist 

"X" Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann allein auigrund dieser Verdffentllchung nicht als neu oder auf 
erfindeiischer Tfitigkeit beruhend betrachtet werden 

"Y° Veraffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann nlcht als auf erfindeiischer Tfitigkeit beruhend betrachtet 
werden, wenn die Veroffentlichung mit eineroder mehreren anderen 
Verdffentlichungen dieser Kategorie in Verblndung gebracht wird und 
diese Verblndung fOr elnen Fechmann naheliegend 1st 
Veroffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist 



Datum des Abschlusses der Intemationalen Recherche 



17. Dezember 2002 



Name und Postanschrlft der Intemationalen Recherchenbehfirde 
Europfiisches Patentamt, P.B. 581 8 Patentlaan 2 
NL - 2280 HV Rijswijk 
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, 
Fax: (431-70) 340-3016 



Absendedatum des intemationalen Recherchenberichts 



03. 01.03 



Bevollmachtigter Bediensteter 



Pflugfelder, G 



Formblatt PCT/lSA/210 (Blatt 2) (Jull 1992) 



Seite 1 von 2 



INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 



lnt|AtIona)es Aktenzeichen 

?W/DE 02/01452 



C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN 



Kategorie° I Bezelchnung der Verflffentlichung, soweitertordertich unter Angabe der In Betracht kommenden Telle 



Betr. Anspruch Nr. 



KNIFFIN M L ET AL: "PACKAGING FOR SILICON 
MICROMACHINED ACCELEROMETERS" 
INTERNATIONAL JOURNAL OF MICROCIRCUITS AND 
ELECTRONIC PACKAGING, INTERNATIONAL 
MICROELECTRONICS & PACKAGING SOCIETY, US, 
Bd. 19, Nr. 1, 1996, Seiten 75-86, 
XP000639470 
ISSN: 1063-1674 

Seite 79, rechte Spalte, Absatz 2; 
Abbildung 7 

PARTRIDGE A ET AL: "New thin film 
epitaxial polysllicon encapsulation for 
pi ezoresi stive accelerometers" 
TECHNICAL DIGEST. MEMS. IEEE INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON MICRO ELECTRO MECHANICAL 
SYSTEMS, XX, XX, 

21. Oanuar 2001 (2001-01-21), Seiten 
54-59, XP002169905 

Seite 54, linke Spalte, letzte Zeile 
-Seite 56, linke Spalte, Zeile 1; 
Abbildung 2 

DE 195 37 814 A (BOSCH GMBH ROBERT) 

17. April 1997 (1997-04-17) 

Spalte 8, Zeile 4 - Zeile 23; Abbildung 12 



16-22 



16-22 



5,7,13, 
16,22 



Formbton PCTA&A/210 (Fortsetnjno. von Blatt 2) (JuS 1992) 



Seite 2 von 2 



INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 



fernationales Aktenzeichen 

PCT/DE 02/01452 



Feld I Bemerkungen zu den AnsprOchen, die sich als nicht recherchierbar erwiesen haben (Fortsetzung von Punkl 2 auf Blatt 1 



GemaS Artikel 17(2)a) wurde aus folgenden GrOnden furbestimmte AnsprQche kein Recherchenbericht erstellt 
1 I I AnsprQche Nr. 

' — ' well sle sich auf Gegenstarnde bezlehen, zu deren Recherche die Beh8rde nicht verpflichtet ist, nSrnlich 



2 I I AnsprQche Nr. 

1 — 1 W eii sle sich auf Telle der internationalen Anmeldung bezlehen, die den vorgeschrlebenen Anforderungen so wenig entsprechen, 
daB elne sinnvoile internationale Recherche nicht durchgefuhrt werden kann, namlich 



3 I I AnsprQche Nr 

— well es sich dabei um abhangige AnsprQche handelt, die nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Regel 6.4 a) abgefaBt sind. 



Feld M Bemerkungen bei mangelnder Einheitllchkeit der Erflndung (Fortsetzung von Punkt 3 auf Blatt 1) 



Die internationale Recherchenbehorde hat festgestellt, daB diese internationale Anmeldung mehrere Erfindungen enthalt: 



siehe Zusatzblatt 



1 . [771 Da der Anmelder aile erforderlichen zusatzlichen RecherchengebQhren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser 
L^-J internationale Recherchenbericht auf aile recherchierbaren AnsprQche. 

o I I Da for aile recherchierbaren AnsprQche die Recherche ohne einen Arbeitsaufwand durchgefOhrt werden konnte, der eine 
2 - I — I 2US atz!iche RecherchengebQhr gerechtfertigt hStte, hat die Behdrde nicht zur Zahlung einer solchen GebOhr aulgefordert. 



3 PI Da der Anmelder nur einige der erforderlichen zusatzlichen RecherchengebQhren rechtzeitig entrichtet hat erstreckt sich dieser 
I — ' internationale Recherchenbericht nur auf die AnsprQche, fGr die GebOhren entrichtet worden sind, namlich auf die 
AnsprQche Nr. 



4. I I Der Anmelder hat die erforderlichen zusatzlichen RecherchengebQhren nicht rechtzeitig entrichtet. Der internati 
1 — chenbericht beschrankt sich daher auf die in den AnsprOchen zuerst erwfihnte Erfindung; diese ist in folgenden 



internationale Recher- 
AnsprOchen er- 



fast: 



Bemerkungen hinsichtllch eines Widerspruchs Q Die zusatzlichen GebQhren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahlt 

[Y] Die 2ahlung zusStzlicher RecherchengebQhren erfolgte ohne Widerspruch. 



Formblatt PCT/ISA/210 (Fortsetzung von Blatt 1 (1))(Juli 1998) 



Internationales Aktenzeichen PCT/OE 02 A1452 



WEITERE ANGABEN PCT/ISA/ 210 



Die internationale Recherchenbehorde hat festgestellt, daB diese 
internationale Anmeldung mehrere (Gruppen von) Erfindungen enthalt, 
namlich: 

1. Anspruche: 1-15, 19-22 (sofern von 12 abhangig) 

Sensorherstellungsverfahren, bei dem e1n Deckel abschnitt mit 
darin integrierter Auswerteelektronik getrennt von einem 
eigentlichen Sensorabschnltt hergestellt wlrd und nach 
Fertigstellung auf dem Sensorabschniti angebracht wird. 

2. Anspruche: 16-18, 19-22 (sofern von 16 abhangig) 

Sensorherstellungsverfahren, be1 dem ein Deckel abschnitt mit 
darin integrierter Auswerteelektronik durch weiterfuhrenden 
Schichtaufbau auf dem eigentlichen Sensorabschnitt 
geschaffen wird. 



INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 



Int^fconales Aktenzelchen 

PCT/DE 02/01452 



Im Recherchenbedcht 
angefOhrtes Patentdpkument 
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VerOffentlichung 



Mttglled(er) der 
Patentlamille 
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